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Celem projektu jest otrzymanie monokrysztatu azotku galu (GaN) o wysokiej przewodnoSci
elektrycznej (n-typ) poprzez zastosowanie domieszkowania germanem (Ge) w krystalizacji z fazy gazowej
(z ang. halide vapor phase epitaxy; HVPE). Podloza GaN n-typu wykorzystywane sa do produkcji
elementow elektronicznych i optoelektronicznych takich jak tranzystory, diody laserowe lub diody
elektroluminescencyjne. W przypadku przyrzadéw wertykalnych (technologia GaN-na-GaN) istotnym jest,
aby podtoza charakteryzowaty si¢ wysokim przewodnictwem elektrycznym oraz bardzo wysoka jako$cia
strukturalng.

W krystalizacji wysokiej jakosci strukturalnej GaN metoda HVPE stosuje si¢ rodzime zarodzia
wzrastane metodg amonotermalng. W celu zwigkszenia koncentracji no$nikoéw swobodnych (elektronow),
najczesciej stosowanym donorem W HVPE-GaN jest krzem (Si). Domieszkowanie Si niesie jednak ze soba
pewne problemy. W tym projekcie chcielibysmy zbada¢ proces domieszkowania GaN innym popularnym
donorem, Ge. Najwigksza trudnoscig w krystalizacji HVPE-GaN:Ge jest napr¢zenie pojawiajace si¢ na
granicy mig¢dzy wyhodowang warstwa, a uzytag natywng zarodzig. Powodem jest roznica w stalych
sieciowych zarodzi i krystalizowanej warstwy. W rezultacie, w zarodziach zaczynaja pojawiaé si¢
peknigcia, a grubo$¢ wyhodowanej warstwy dochodzi tylko do 500 um. Proponowane w tym projekcie
prace pozwola wykrystalizowa¢ jednorodne pod wzgledem grubosci jednomilimetrowe warstwy HVPE-
GaN:Ge o wysokiej jakosci strukturalne;.

Aby wykrystalizowa¢ grube (1-mm) warstwy HVPE-GaN:Ge, konieczne jest zmniejszenie
napr¢zen na granicy warstwa/zarddz. W tym celu na planuje si¢ prowadzi¢ procesy krystalizacji
HVPE-GaN wedlug nastgpujacego schematu: przeptyw prekursora Ge (czterochlorek germanu; GeCls)
bedzie w kolejnych procesach krystalizacji stopniowo zwiekszany; rownolegle natywne podioze bedzie
mechanicznie odpolerowane, az do pelnego usuniecia. Proces HVPE bedzie powtarzany ze zwigkszonym
przeptywem prekursora Ge, az do osiggniecia pozadanego stezenia Ge, jak i elektronéw swobodnych na
ptaszczyznie (0001) hodowanego krysztatu. W ostatnim etapie krysztal ten zostanie wykorzystany jako
zar6dz do krystalizacji grubej i jednorodnej pod wzglgdem koncentracji elektronéw warstwy HVPE-
GaN:Ge. W efekcie zostanie zademonstrowany wolno-stojacy krysztat HVPE-GaN:Ge. Przyktad krysztatu
HVPE-GaN:Ge przedstawiono narys. 1.

Rys. 1 Zdjecie warstwy HVPE-GaN:Ge o grubosci 500 pm HVPE-GaN:Ge na amonotermalnej zarodzi
GaN.



